1. Dengtų substratų gamybos būdas, kur 
a) mažiausiai viena akytojo substrato paviršiaus sritis yra pateikta su mažiausiai vienu paviršiaus sandarinimo sluoksniu;
b) mažiausiai viena vandeninė suspensija yra užtepama ant mažiausiai vieno paviršiaus sandarinimo sluoksnio, kai mažiausiai viena vandeninė suspensija apima mažiausiai vieną sunkialydžio metalo karbidą ir vandenį; ir
c) po pakopos b) substratas yra sukepinamas,
kur akytas substratas apima arba yra sudarytas iš medžiagos, kuri yra pasirinkta iš grupės, susidedančios iš grafito, C/SiC pluošto kompozicinės medžiagos, SiC/SiC pluošto kompozicinės medžiagos, karbidinės keramikos, nitrido keramikos, oksidinės keramikos ir jų mišinių, ir
kur mažiausiai vienas paviršiaus sandarinimo sluoksnis yra pasirinktas iš grupės, susidedančios iš pirolitinės anglies sluoksnių, silicio sluoksnių, cirkonio borido sluoksnių, tantalo nitrido sluoksnių, silicio karbido sluoksnių, silicio nitrido sluoksnių ir jų derinių.

2. Būdas pagal ankstesnį punktą, c h a r a k t e r i z u o j a m a s tuo, kad
- akytas substratas apima arba yra sudarytas iš izografito; ir (arba)
- mažiausiai vienas sunkialydžio metalo karbidas yra pasirinktas iš grupės, susidedančios iš titano karbidų, cirkonio karbidų, hafnio karbidų, vanadžio karbidų, niobio karbidų, tantalo karbidų, chromo karbidų, molibdeno karbidų, volframo karbidų ir jų mišinių.

3. Būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų, c h a r a k t e r i z u o j a m a s tuo, kad mažiausiai vienas sunkialydžio metalo karbidas yra mažiausiai vienoje vandeninėje suspensijoje dalelių pavidalu, ir vidutinis dalelių dydis (d50 vertė) mažiausiai vieno sunkialydžio metalo karbido yra ribose nuo 0,2 µm iki 2 µm, pageidautina nuo 0,5 µm iki 1,5 µm.

4. Būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų, c h a r a k t e r i z u o j a m a s tuo, kad pakopoje a) akytasis substratas yra pateiktas su mažiausiai vienu paviršiaus sandarinimo sluoksniu
- mažiausiai dalį akyto substrato paviršiaus impregnuojant mažiausiai viena polimerizuojama derva, ir vėliau dervą karbonizuojant; ir (arba)
- mažiausiai dalį akyto substrato paviršiaus impregnuojant mažiausiai vienu polisilanu, ir po to polisilaną pirolizuojant; ir (arba)
- akyto substrato poras infiltruojant siliciu ir bent jau iš dalies silicį konvertuojant į silicio karbidą; ir (arba)
- mažiausiai vienas sluoksnis, parinktas iš grupės, susidedančios iš pirolitinės anglies sluoksnių, silicio karbido sluoksnių, silicio nitrido sluoksnių ir jų derinių, yra nusodinamas ant akyto substrato naudojant CVD; ir (arba)
- mažiausiai vienas sluoksnis, parinktas iš grupės, susidedančios iš silicio sluoksnių, cirkonio borido sluoksnių, tantalo nitrido sluoksnių ir jų derinių, yra nusodinamas ant akyto substrato purškimo būdu.

5. Būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų, c h a r a k t e r i z u o j a m a s tuo, kad mažiausiai viena vandeninė suspensija
- apima nuo 60 iki 90 masės %, pageidautina nuo 70 iki 85 masės % mažiausiai vieno sunkialydžio metalo karbido, skaičiuojant pagal visos vandeninės suspensijos masę; ir (arba)
- apima nuo 0,01 iki 0,5 masės % dispersinio agento, skaičiuojant pagal visos vandeninės suspensijos masę, dispersijos agentą pageidautina pasirinktą iš grupės, susidedančios iš polivinilo alkoholių; poliakrilo rūgščių; polivinilpirolidonų; polialkileno glikoleterių; bazių, pageidautina tetrabutilamonio hidroksido, tetrametilamonio hidroksido, polietileniminų, neorganinių bazių, ypač NaOH, amonio hidroksido; ir jų mišinių, labiau pageidautina pasirinktą iš grupės, susidedančios iš amonio hidroksido, polialkeleno glikoleterio ir jų mišinių; ir (arba)
- apima nuo 0,01 iki 5 masės % rišiklio, skaičiuojant pagal visos vandeninės suspensijos masę, rišiklį pageidautina pasirinktą iš grupės, susidedančios iš polietileno glikolio, polivinilo butiralio, poliuretanų, chloropreno kaučiuko, fenolio dervų, akrilo dervų, karboksimetilceliuliozės, algino rūgšties, dekstrinų, natrio bifenil-2-iloksidų, polifeniloksido ir jų mišinių, pageidautina pasirinktą iš grupės, susidedančios iš natrio bifenil-2-iloksido, polifeniloksido ir jų mišinių; ir (arba)
- yra gaminama sumaišant jos komponentus dispergavimo priemone, pageidautina maišant dispergavimo priemone, naudojant malimo elementus ir (arba) per ne trumpesnį kaip 12 valandų laikotarpį.

6. Būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų, c h a r a k t e r i z u o j a m a s tuo, kad mažiausiai vienos vandeninės suspensijos užtepimas vyksta panardinant, tepant šepečiu ir (arba) purškiant, pageidautina purškiant, pakopoje b).

7. Būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų, c h a r a k t e r i z u o j a m a s tuo, kad sukepinimo procesas vyksta pakopoje c)
- temperatūroje nuo 2100 °C iki 2500 °C, pageidautina nuo 2200 °C iki 2400 °C ir (arba)
- išlaikymo laikas nuo 1 valandos iki 15 valandų, pageidautina nuo 2 valandų iki 10 valandų, ir (arba)
- esant slėgiui nuo 0,1 baro iki 10 barų, pageidautina nuo 0,7 baro iki 5 barų ir (arba)
- argono atmosferoje.

8. Padengtas substratas, apimantis akytą substratą, mažiausiai vieną paviršiaus sandarinimo sluoksnį, išdėstytą mažiausiai vienoje akytojo substrato paviršiaus srityje, ir mažiausiai vieną apsauginį sluoksnį, kuris yra išdėstytas ant mažiausiai vieno paviršiaus sandarinimo sluoksnio, ir kurs apima mažiausiai vieną sunkialydžio metalo karbidą,
kur akytas substratas apima arba yra sudarytas iš medžiagos, pasirinktos iš grupės, kurią sudaro grafitas, C/SiC pluošto kompozicinės medžiagos, SiC/SiC pluošto kompozicinės medžiagos, karbidinė keramika, nitridinė keramika, oksidinė keramika ir jų mišiniai,
kur mažiausiai vienas paviršiaus sandarinimo sluoksnis yra pasirinktas iš grupės, susidedančios iš pirolitinių anglies sluoksnių, silicio sluoksnių, cirkonio borido sluoksnių, tantalo nitrido sluoksnių, silicio karbido sluoksnių, silicio nitrido sluoksnių ir jų derinių, ir
kur padengtas substratas gali būti arba yra pagamintas būdu pagal vieną iš 1-7 punktų.

9. Padengtas substratas pagal 8 punktą, c h a r a k t e r i z u o j a m a s tuo, kad mažiausiai vienos apsauginės medžiagos vidutinis sluoksnio storis yra mažiausiai 20 µm, pageidautina nuo 20 µm iki 150 µm, ypač pageidautina nuo 30 µm iki 100 µm.

10. Padengtas substratas pagal 8 arba 9 punktą, c h a r a k t e r i z u o j a m a s tuo, kad mažiausiai vieno apsauginio sluoksnio vidutinio sluoksnio storio standartinis nuokrypis yra mažesnis nei 6 %, pageidautina nuo 0,5 % iki 6 %, ypač pageidautina ribose nuo 1 % iki 6 %.

11. Padengto substrato pagal vieną iš 8-10 punktų panaudojimas puslaidininkių kristalų auginimui, kai padengtas substratas, pageidautina, yra padengtas tiglis.
